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(57)【要約】
　共通電極と給電層と間におけるコンタクト抵抗の経時
的な上昇を抑制できる有機ＥＬ表示パネル等を提供する
。
　基板１０１と、画素電極１０４と、画素電極１０４と
離間して形成された給電層１０５と、画素電極１０４上
方の開口部１１２および給電層１０５上方の開口部１１
３を有する樹脂隔壁層１０７と、有機発光層１０８と、
開口部１１２内にて有機発光層１０８と接するとともに
開口部１１３内にて給電層１０５と電気的に接続された
機能層１１０と、共通電極１１１と、を含み、樹脂隔壁
層１０７における給電層１０５上方の開口部１１３の開
口側面と機能層１１０との間に、無機膜１０９が介挿さ
れている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素電極と共通電極からなる電極対に有機発光層が介挿されてなる有機ＥＬ表示パネル
であって、
　基板と、
　前記基板上に形成された前記画素電極と、
　前記基板上に前記画素電極と離間して形成され、前記共通電極に電力を供給する給電層
と、
　前記基板の上方に設けられ、かつ、前記画素電極の上方および前記給電層の上方のそれ
ぞれが開口され、前記有機発光層の形成領域を区画する樹脂隔壁層と、
　前記画素電極上方の開口にて、当該開口に露出した前記画素電極を覆うように形成され
た前記有機発光層と、
　前記樹脂隔壁層を覆うように形成され、前記有機発光層と接するとともに、前記給電層
上方の開口に露出した前記給電層と電気的に接続された機能層と、
　前記機能層上に形成された前記共通電極と、
　を含み、
　前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口側面と前記機能層との間に、無機膜が介
挿されている、
　有機ＥＬ表示パネル。
【請求項２】
　前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在してい
る、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項３】
　前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在し
ている、
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項４】
　前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在し
ている、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項５】
　前記無機膜を構成する材料は導電性材料であり、
　前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口に露出した前記給電層全体を覆うように
、前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在してい
る、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項６】
　前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在し
ている、
　請求項５に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項７】
　前記機能層を構成する材料は、易酸化性および吸湿性の少なくとも一方を有しており、
　前記無機膜における少なくとも前記樹脂隔壁層に接している領域を構成している材料は
、
　前記機能層を構成する材料が易酸化性を有している場合には、当該機能層を構成する材
料よりも高い易酸化性を有しており、
　前記機能層を構成する材料が吸湿性を有している場合には、当該機能層を構成する材料
よりも高い吸湿性を有している、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。



(3) JP WO2013/031076 A1 2013.3.7

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記機能層はアルカリ金属またはアルカリ土類金属を含み、
　前記無機膜における少なくとも前記樹脂隔壁層に接している領域を構成している材料は
、
　前記機能層を構成している材料よりも、酸素または水分により酸化されやすい、
　請求項７に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項９】
　前記無機膜における少なくとも前記樹脂隔壁層に接している領域を構成している材料は
、アルミニウム、銀、銅、マグネシウムのいずれかである、
　請求項１または８に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１０】
　前記機能層は電子注入層である、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１１】
　さらに、前記画素電極と前記有機発光層との間に正孔注入層が介挿されており、
　前記給電層は、
　前記基板上に形成された配線と、
　当該配線を覆うように形成された、前記正孔注入層と同一材料からなる層と、を含む、
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示パネル。
【請求項１２】
　画素電極と共通電極からなる電極対に有機発光層が介挿されてなる有機ＥＬ表示パネル
の製造方法であって、
　基板を準備する工程と、
　前記基板上に前記画素電極を形成する工程と、
　前記基板上に、前記画素電極と離間するように、前記共通電極に電力を供給する給電層
を形成する工程と、
　前記基板の上方に、前記画素電極の上方および前記給電層の上方のそれぞれが開口され
るように、前記有機発光層の形成領域を区画する樹脂隔壁層を形成する工程と、
　前記画素電極上方の開口にて、当該開口に露出した前記画素電極を覆うように、前記有
機発光層を形成する工程と、
　前記樹脂隔壁層を覆い、かつ、前記有機発光層と接するとともに、前記給電層上方の開
口に露出した前記給電層と電気的に接続されるように機能層を形成する工程と、
　前記機能層上に前記共通電極を形成する工程と、
　を含み、
　前記樹脂隔壁層を形成する工程の後、かつ、前記機能層を形成する工程の前に、
　前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口側面と前記機能層との間に介挿されるよ
うに、無機膜を形成する工程を含む、
　有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１３】
　前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在させる
ように形成する、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１４】
　前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在さ
せるように形成する、
　請求項１３に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１５】
　前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在さ
せるように形成する、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
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【請求項１６】
　前記無機膜を構成する材料は導電性材料であり、
　前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口に露出した前記給電層全体を覆うように
、前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在させる
ように形成する、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１７】
　前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在さ
せるように形成する、
　請求項１６に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１８】
　前記無機膜を形成する工程は、前記有機発光層を形成する工程の後に行われる、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項１９】
　前記無機膜を形成する工程は、前記有機発光層を形成する工程の前に行われる、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２０】
　前記樹脂隔壁層を形成する工程には、前記樹脂隔壁層を加熱する工程が含まれる、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２１】
　前記無機膜を形成する工程において、
　前記樹脂隔壁層を形成する工程を終えた基板に対し、前記無機膜の形成が予定された領
域に対応する部分に開口が設けられたマスクの上方から、前記無機膜を構成する無機材料
を蒸着させることにより、前記無機膜を形成する、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２２】
　前記無機膜を形成する工程において、
　前記樹脂隔壁層を形成する工程を終えた基板の上方全体に亘って、前記無機膜を構成す
る無機材料からなる層を形成した後、前記無機材料からなる層における前記無機膜の形成
が予定された領域を除く部分を除去することにより、前記無機膜を形成する、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【請求項２３】
　さらに、前記画素電極と前記有機発光層との間に介挿されるように正孔注入層を形成す
る工程を含み、
　前記給電層を形成する工程は、
　前記基板上に配線を形成する工程と、
　当該配線を覆うように、前記正孔注入層と同一材料からなる層を形成する工程と、を含
み、
　前記画素電極を形成する工程と前記配線を形成する工程が、同一工程で行われる、
　請求項１２に記載の有機ＥＬ表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示パネルおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、基板上に有機ＥＬ素子を配設した有機ＥＬ表示パネルが普及しつつある。有機Ｅ
Ｌ表示パネルは、自発光を行う有機ＥＬ素子を利用するため視認性が高く、さらに完全固
体素子であるため耐衝撃性に優れるなどの特徴を有する。有機ＥＬ素子は電流駆動型の発
光素子であり、陽極（画素電極）及び陰極（共通電極）の電極対の間に、キャリアの再結
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合による電界発光現象を行う有機発光層等を積層して構成される。
【０００３】
　有機ＥＬ表示パネルの中でも、陰極側から光を取り出す、いわゆるトップエミッション
型のものは、有機発光層からの出射光を有効に利用して輝度を向上させることができる点
で注目を浴びている。このような有機ＥＬ表示パネルにおいて、陰極はＩＴＯ（酸化イン
ジウムスズ）、ＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）等の透明電極材料を、表示領域の全面に亘
って形成されてなる。しかしながら、透明電極材料は金属に比して高抵抗であるため、表
示領域の中央付近において電圧降下により有機ＥＬ素子への電流供給量が低下し、表示品
質が劣化するという問題がある。そこで、陰極と接続される給電層を有機ＥＬ素子間に備
えた有機ＥＬ表示パネルが提案されている（例えば、特許文献１，２）。ここでの給電層
とは、電源から陰極へ電力を供給する低抵抗配線を指し、補助配線と称されることもある
。
【０００４】
　図１７は、給電層を備えた有機ＥＬ表示パネル９０の構造の一例を示す部分断面図であ
る。基板９０１上に離間して形成された画素電極９０２と給電層９０３を覆うように、正
孔注入層９０４が形成されており、給電層９０３と正孔注入層９０４とで給電層を構成し
ている。給電層の上には、画素電極９０２および給電層９０３の上方のそれぞれに開口部
を有する樹脂隔壁層９０５が設けられている。画素電極９０２上方の開口部には有機発光
層９０６が形成され、その上には機能層９０７および共通電極９０８が順次積層されてい
る。
【０００５】
　機能層９０７は、共通電極９０８から有機発光層９０６への電子の注入を促進させる目
的でそれぞれ設けられているものである。機能層９０７に用いる材料としては、例えば、
電子注入性を有する有機材料にアルカリ金属またはアルカリ土類金属を混合させたものが
知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１５３０７０号公報
【特許文献２】特開２００７－７３４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　図１７に示す構成の有機ＥＬ表示パネルにおいては、給電層と共通電極間におけるコン
タクト抵抗の経時的な上昇を抑制することが求められている。
【０００８】
　本発明は、給電層と共通電極間におけるコンタクト抵抗の経時的な上昇を抑制できる有
機ＥＬ表示パネル等の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様である有機ＥＬ表示パネルは、画素電極と共通電極からなる電極対に有
機発光層が介挿されてなる有機ＥＬ表示パネルであって、基板と、前記基板上に形成され
た前記画素電極と、前記基板上に前記画素電極と離間して形成され、前記共通電極に電力
を供給する給電層と、前記基板の上方に設けられ、かつ、前記画素電極の上方および前記
給電層の上方のそれぞれが開口され、前記有機発光層の形成領域を区画する樹脂隔壁層と
、前記画素電極上方の開口にて、当該開口に露出した前記画素電極を覆うように形成され
た前記有機発光層と、前記樹脂隔壁層を覆うように形成され、前記有機発光層と接すると
ともに、前記給電層上方の開口に露出した前記給電層と電気的に接続された機能層と、前
記機能層上に形成された前記共通電極と、を含み、前記樹脂隔壁層における前記給電層上
方の開口側面と前記機能層との間に、無機膜が介挿されている。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルによれば、給電層と共通電極間におけるコン
タクト抵抗の経時的な上昇を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示す図である。
【図２】（ａ）実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の構造を示す部分断面図と、
（ｂ）実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の樹脂隔壁層１０７の形状を示す部分
平面図である。
【図３】実験用デバイスＡ，Ｂの構成を示す断面図である。
【図４】図３に示す実験用デバイスＡ，Ｂにおける補助配線２０１と共通電極２０７間の
コンタクト抵抗を測定した結果を示す表である。
【図５】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第１例を示す断面図で
ある。
【図６】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第１例を示す断面図で
ある。
【図７】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第１例を示す断面図で
ある。
【図８】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第２例を示す断面図で
ある。
【図９】実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第２例を示す断面図で
ある。
【図１０】実験用デバイスＣ，Ｄ，Ｅの構成を示す断面図である。
【図１１】図１０に示す実験用デバイスＣ，Ｄにおける補助配線２０１と共通電極２１２
間のコンタクト抵抗、および実験用デバイスＥにおける補助配線２０１と共通電極２０７
間のコンタクト抵抗を測定した結果を示す表である。
【図１２】実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の構造を示す部分断面図である
。
【図１３】実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の製造方法の第１例を示す断面
図である。
【図１４】実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の製造方法の第２例を示す断面
図である。
【図１５】実施の態様１の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの構造を示す部分断面図であ
る。
【図１６】実施の態様３の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの構造を示す部分断面図であ
る。
【図１７】配線を備えた有機ＥＬ表示パネル９０の構造の一例を示す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　≪本発明の一態様の概要≫
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルは、画素電極と共通電極からなる電極対に有
機発光層が介挿されてなる有機ＥＬ表示パネルであって、基板と、前記基板上に形成され
た前記画素電極と、前記基板上に前記画素電極と離間して形成され、前記共通電極に電力
を供給する給電層と、前記基板の上方に設けられ、かつ、前記画素電極の上方および前記
給電層の上方のそれぞれが開口され、前記有機発光層の形成領域を区画する樹脂隔壁層と
、前記画素電極上方の開口にて、当該開口に露出した前記画素電極を覆うように形成され
た前記有機発光層と、前記樹脂隔壁層を覆うように形成され、前記有機発光層と接すると
ともに、前記給電層上方の開口に露出した前記給電層と電気的に接続された機能層と、前
記機能層上に形成された前記共通電極と、を含み、前記樹脂隔壁層における前記給電層上
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方の開口側面と前記機能層との間に、無機膜が介挿されている。
【００１３】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記無機膜が、さ
らに、前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在している。
【００１４】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記無機膜が、さ
らに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在している。
【００１５】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記無機膜を構成
する材料は導電性材料であり、前記無機膜が、さらに、前記給電層上方の開口に露出した
前記給電層全体を覆うように、前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口側面から前
記給電層の上面に延在している。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記無機膜が、さ
らに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在している。
【００１７】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記機能層を構成
する材料は、易酸化性および吸湿性の少なくとも一方を有しており、前記無機膜における
少なくとも前記樹脂隔壁層に接している領域を構成している材料は、前記機能層を構成す
る材料が易酸化性を有している場合には、当該機能層を構成する材料よりも高い易酸化性
を有しており、前記機能層を構成する材料が吸湿性を有している場合には、当該機能層を
構成する材料よりも高い吸湿性を有している。
【００１８】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記機能層はアル
カリ金属またはアルカリ土類金属を含み、前記無機膜における少なくとも前記樹脂隔壁層
に接している領域を構成している材料は、前記機能層を構成している材料よりも、酸素ま
たは水分により酸化されやすい。
【００１９】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記無機膜におけ
る少なくとも前記樹脂隔壁層に接している領域を構成している材料は、アルミニウム、銀
、銅、マグネシウムのいずれかである。
【００２０】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、前記機能層は電子
注入層である。
【００２１】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの特定の局面では、さらに、前記画素
電極と前記有機発光層との間に正孔注入層が介挿されており、前記給電層は、前記基板上
に形成された配線と、当該配線を覆うように形成された、前記正孔注入層と同一材料から
なる層と、を含む。
【００２２】
　本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、画素電極と共通電極からなる
電極対に有機発光層が介挿されてなる有機ＥＬ表示パネルの製造方法であって、基板を準
備する工程と、前記基板上に前記画素電極を形成する工程と、前記基板上に、前記画素電
極と離間するように、前記共通電極に電力を供給する給電層を形成する工程と、前記基板
の上方に、前記画素電極の上方および前記給電層の上方のそれぞれが開口されるように、
前記有機発光層の形成領域を区画する樹脂隔壁層を形成する工程と、前記画素電極上方の
開口にて、当該開口に露出した前記画素電極を覆うように、前記有機発光層を形成する工
程と、前記樹脂隔壁層を覆い、かつ、前記有機発光層と接するとともに、前記給電層上方
の開口に露出した前記給電層と電気的に接続されるように機能層を形成する工程と、前記
機能層上に前記共通電極を形成する工程と、を含み、前記樹脂隔壁層を形成する工程の後
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、かつ、前記機能層を形成する工程の前に、前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開
口側面と前記機能層との間に介挿されるように、無機膜を形成する工程を含む。
【００２３】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記給電層の上面に延在させるように形
成する。
【００２４】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在させるよう
に形成する。
【００２５】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を構成する材料は導電性材料であり、前記無機膜を、さらに、前記給電層上方の開口
に露出した前記給電層全体を覆うように、前記樹脂隔壁層における前記給電層上方の開口
側面から前記給電層の上面に延在させるように形成する。
【００２６】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を、さらに、前記給電層上方の開口側面から前記樹脂隔壁層の上面に延在させるよう
に形成する。
【００２７】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を形成する工程は、前記有機発光層を形成する工程の後に行われる。
【００２８】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を形成する工程は、前記有機発光層を形成する工程の前に行われる。
【００２９】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記樹
脂隔壁層を形成する工程には、前記樹脂隔壁層を加熱する工程が含まれる。
【００３０】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を形成する工程において、前記樹脂隔壁層を形成する工程を終えた基板に対し、前記
無機膜の形成が予定された領域に対応する部分に開口が設けられたマスクの上方から、前
記無機膜を構成する無機材料を蒸着させることにより、前記無機膜を形成する。
【００３１】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、前記無
機膜を形成する工程において、前記樹脂隔壁層を形成する工程を終えた基板の上方全体に
亘って、前記無機膜を構成する無機材料からなる層を形成した後、前記無機材料からなる
層における前記無機膜の形成が予定された領域を除く部分を除去することにより、前記無
機膜を形成する。
【００３２】
　また、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法の特定の局面では、さらに
、前記画素電極と前記有機発光層との間に介挿されるように正孔注入層を形成する工程を
含み、前記給電層を形成する工程は、前記基板上に配線を形成する工程と、当該配線を覆
うように、前記正孔注入層と同一材料からなる層を形成する工程と、を含み、前記画素電
極を形成する工程と前記配線を形成する工程が、同一工程で行われる。
【００３３】
　≪実施の態様１≫
　［有機ＥＬ表示装置］
　図１は、実施の態様１に係る有機ＥＬ表示装置１の全体構成を示す図である。
【００３４】
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　図１に示す有機ＥＬ表示装置１は、本発明の一態様に係る有機ＥＬ表示パネル１０、こ
れに接続された駆動制御部２０を備えており、ディスプレイ、テレビ、携帯電話等に用い
られる。有機ＥＬ表示パネル１０は、有機材料の電界発光現象を利用したパネルであり、
複数の有機ＥＬ素子が、ＸＹ方向にマトリクス状に配列されてなる。駆動制御部２０は、
４つの駆動回路２１～２４と制御回路２５とから構成されている。なお、実際の有機ＥＬ
表示装置１では、有機ＥＬ表示パネル１０に対する駆動制御部２０の配置や接続関係につ
いては、これに限られない。
【００３５】
　［有機ＥＬ表示パネル］
　図２（ａ）は、実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の構造を示す部分断面図で
ある。
【００３６】
　有機ＥＬ表示パネル１０は、同図上側を表示面とする、いわゆるトップエミッション型
である。有機ＥＬ表示パネル１０は、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（Ｂ）の何れかの発光色に
対応する有機発光層１０８を有する有機ＥＬ素子をサブピクセルとし、サブピクセルがマ
トリクス状に配設されている。
【００３７】
　有機ＥＬ表示パネル１０は、その主な構成として、基板１０１、画素電極（陽極）１０
４、補助配線１０５、正孔注入層１０６、樹脂隔壁層１０７、有機発光層１０８、無機膜
１０９、電子注入層１１０、共通電極（陰極）１１１を備える。
【００３８】
　＜基板１０１＞
　基板１０１は画素電極が形成された基板に相当し、ＴＦＴ基板１０２、層間絶縁膜１０
３からなる。
【００３９】
　ＴＦＴ基板１０２は、有機ＥＬ表示パネル１０の背面基板であり、無アルカリガラス、
ソーダガラス、無蛍光ガラス、燐酸系ガラス、硼酸系ガラス、石英、アクリル系樹脂、ス
チレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリエチレン、ポリエステル
、シリコーン系樹脂、又はアルミナ等の絶縁性材料の何れかを用いて形成することができ
る。
【００４０】
　ＴＦＴ基板１０２の表面には、有機ＥＬ表示パネル１０をアクティブマトリクス方式で
駆動するためのＴＦＴ（薄膜トランジスタ）が形成されている。ＴＦＴは、チャネル材料
にシリコンを用いたものでも、インジウムガリウム亜鉛酸化物などの酸化物半導体を用い
たものでも、ペンタセン等の有機半導体を用いたものでもよい。
【００４１】
　層間絶縁膜１０３は、ポリイミド系樹脂またはアクリル系樹脂等の絶縁材料からなる。
【００４２】
　＜画素電極１０４＞
　基板１０１の上に画素電極（陽極）１０４が形成されている。画素電極１０４は、例え
ば、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ（銀、ルビジウム、金の合金）、Ｍｏ
Ｃｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとクロムの合金）等で形成する
ことができる。画素電極１０４は、サブピクセルに対応するようにＸＹ方向にマトリクス
状に形成されている。
【００４３】
　＜補助配線１０５＞
　基板１０１の上には、画素電極１０４と離間して補助配線１０５が形成されている。補
助配線１０５は基板上に形成された配線に相当し、補助配線１０５としては、上記の画素
電極１０４と同様の材料を用いることができる。本実施の態様においては、画素電極１０
４と補助配線１０５とは同一の材料で形成されており、これらは同一工程内で形成される
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。補助配線１０５は、３つのサブピクセルおきに１本設けられており、各補助配線１０５
はＹ方向（紙面奥方向）に延伸して形成されている。
【００４４】
　＜正孔注入層１０６＞
　基板１０１、画素電極１０４および補助配線１０５の上には、正孔注入層１０６が形成
されている。正孔注入層１０６は、画素電極１０４から有機発光層１０８への正孔の注入
を促進させる目的で設けられているものである。正孔注入層１０６としては、例えば、銀
（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、バナジウム（Ｖ）、タングステン（Ｗ
）、ニッケル（Ｎｉ）、イリジウム（Ｉｒ）などの酸化物、あるいは、ＰＥＤＯＴ（ポリ
チオフェンとポリスチレンスルホン酸との混合物）などの導電性ポリマー材料を用いるこ
とができる。
【００４５】
　なお、画素電極１０４と正孔注入層１０６との間に、各層間の接合性を良好にする目的
でＩＴＯ層またはＩＺＯ層が設けられることもある。補助配線１０５と正孔注入層１０６
との間についても同様である。
【００４６】
　さらに、正孔注入層１０６と補助配線１０５とで、共通電極に電力を供給する給電層を
構成している。また、補助配線１０５と正孔注入層１０６との間にＩＴＯ層（またはＩＺ
Ｏ層）が設けられている場合には、補助配線１０５と正孔注入層１０６とＩＴＯ層（また
はＩＺＯ層）の３層で給電層を構成している。
【００４７】
　＜樹脂隔壁層１０７＞
　正孔注入層１０６の上には、樹脂隔壁層１０７が形成されている。樹脂隔壁層１０７は
、第１に、有機発光層１０８の形成領域を区画する目的で、第２に、補助配線１０５と共
通電極１１１とを電気的に接続する接続領域を確保する目的で設けられているものである
。樹脂隔壁層１０７は一定の台形断面を持つように形成されており、絶縁性の有機材料（
例えばアクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂等）からなる。
【００４８】
　図２（ｂ）は、有機ＥＬ表示パネル１０の樹脂隔壁層１０７の形状を示す部分平面図で
ある。図２（ａ）に示す部分断面図は、図２（ｂ）におけるＡ－Ａ’断面図に相当する。
【００４９】
　図２（ａ），（ｂ）に示すように、樹脂隔壁層１０７における画素電極１０４の上方に
は、平面視形状が矩形状をした開口部１１２Ｒ，１１２Ｇ，１１２Ｂが形成されている。
この開口部１１２Ｒ，１１２Ｇ，１１２Ｂは、それぞれ、Ｒの発光色に対応する有機発光
層１０８，Ｇの発光色に対応する有機発光層１０８，Ｂの発光色に対応する有機発光層１
０８が形成される領域である。すなわち、開口部１１２Ｒ，１１２Ｇ，１１２Ｂのそれぞ
れがサブピクセルを規定しており、Ｒのサブピクセル，Ｇのサブピクセル，Ｂのサブピク
セルの組み合わせで１画素（１ピクセル）を構成している。
【００５０】
　また、補助配線１０５の上方には、Ｙ方向に延伸する開口部１１３が形成されている。
この開口部１１３内にて、補助配線１０５と共通電極１１１とが電気的に接続される。こ
こで、樹脂隔壁層１０７に形成された開口部１１２Ｒ，１１２Ｇ，１１２Ｂ，１１３とは
、
樹脂隔壁層１０７に設けられた開口の開口側面と、開口側面により形成される空間とを指
すものとする。また、樹脂隔壁層１０７に設けられた開口とは、開口側面により形成され
る空間を指すものとする。
【００５１】
　＜有機発光層１０８＞
　図２（ａ）に戻り、樹脂隔壁層１０７に形成された開口部１１２Ｒ内には、開口部１１
２Ｒに露出した画素電極を覆うように有機発光層１０８が形成されている。有機発光層１
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０８は、キャリア（正孔と電子）の再結合による発光を行う部位であり、図２（ａ）に示
す開口部１１２に形成された有機発光層１０８は、Ｒに対応する有機材料を含むように構
成されている。ここで、開口部に露出した画素電極を覆うように形成された有機発光層に
は、画素電極との間に他の層が介挿されている有機発光層も含むものとする。
【００５２】
　有機発光層１０８として用いることが可能な材料としては、ポリパラフェニレンビニレ
ン（ＰＰＶ）、ポリフルオレンや、例えば、特許公開公報（特開平５－１６３４８８号公
報）に記載のオキシノイド化合物、ペリレン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合
物、オキサゾール化合物、オキサジアゾール化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化
合物、ナフタレン化合物、アントラセン化合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合
物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コロネン化合物、キノロン化合物及びアザキノロ
ン化合物、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物
、フェナントレン化合物、シクロペンタジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキ
ノン化合物、スチリル化合物、ブタジエン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシ
アノメチレンチオピラン化合物、フルオレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリ
ウム化合物、セレナピリリウム化合物、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化
合物、オリゴフェニレン化合物、チオキサンテン化合物、シアニン化合物、アクリジン化
合物、８－ヒドロキシキノリン化合物の金属錯体、２－ビピリジン化合物の金属錯体、シ
ッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキシン金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質等が挙げら
れる。
【００５３】
　＜無機膜１０９＞
　補助配線１０５上方における樹脂隔壁層１０７の開口部１１３の開口側面には、無機材
料からなる無機膜１０９が形成されている。無機膜１０９は、樹脂隔壁層１０７を構成す
る樹脂材料から発生する水分や有機物質等を含む不純物ガス（いわゆるアウトガス）によ
る電子注入層１１０の経時的劣化を抑制する目的で設けられており、開口部１１３の開口
側面と電子注入層１１０との間に介挿されるように形成されている。樹脂隔壁層１０７と
電子注入層１１０との間に無機膜１０９が設けられていることで、補助配線と共通電極間
におけるコンタクト抵抗の経時的な上昇が抑制できる。ここで、「電子注入層１１０が経
時的に劣化する」とは、例えば、電子注入層１１０形成工程に後続する製造工程中に徐々
に電子注入層の劣化が進行する場合、有機ＥＬ表示パネル１０を使用しているうちに徐々
に電子注入層の劣化が進行する場合等が考えられる。
【００５４】
　無機膜１０９に用いる無機材料は封止性に優れるものが望ましく、このような材料とし
ては、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯ）、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン（Ｓ
ｉＯＮ）、アルミニウム（Ａｌ），銀（Ａｇ），銅（Ｃｕ），マグネシウム（Ｍｇ）等の
金属膜、ＩＴＯ、ＩＺＯ、フッ化ナトリウム（ＮａＦ）、フッ化ナトリウム含有アルミニ
ウム（ＮａＦ／Ａｌ）等が挙げられる。また、無機膜１０９に用いる材料は、導体または
絶縁体を問わない。
【００５５】
　無機膜１０９は、補助配線１０５に電気的に接続される部分の電子注入層１１０の劣化
を抑制する目的で形成するものである。したがって、電子注入層１１０のうち、開口部１
１３の開口側面に形成されている電子注入層１１０を樹脂隔壁層１０７から隔離すること
で、電子注入層１１０の劣化を有効に抑制することができる。そのため、無機膜１０９は
、樹脂隔壁層１０７における画素電極１０４上方の開口部１１２ではなく、補助配線１０
５上方に形成された開口部１１３の開口側面に設けられている。
【００５６】
　画素電極１０４上方の開口部１１２の開口側面に無機膜１０９を形成していないもう一
つの理由としては、次のことが挙げられる。有機発光層１０８を形成する工程においては
、有機発光層材料と溶媒とを含むインクを画素電極１０４上方の開口部１１２内で良好に
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保持する必要があるため、樹脂隔壁層１０７は撥水性を有する材料で形成されている。有
機発光層１０８形成領域である、開口部１１２の開口側面の撥水性を損なわないようにす
るために、開口部１１２の開口側面には無機膜１０９を形成していない。
【００５７】
　本実施の態様においては、無機膜１０９が補助配線１０５上方の開口部１１３の開口側
面から樹脂隔壁層１０７の上面に延在していることにより、樹脂隔壁層１０７の上面の一
部領域が無機膜１０９により被覆されている。このようにすることで、開口部１１２と開
口部１１３との間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面付近から発生したアウトガスにより
、この付近に存在する電子注入層１１０が劣化するのを抑制することができる。その結果
、この付近の電子注入層１１０の劣化が、開口部１１３の開口側面に形成されている（補
助配線１０５に電気的に接続される部分の）電子注入層１１０にまで進行することを防止
できる。
【００５８】
　さらに、図２（ａ）に示すように、無機膜１０９が補助配線１０５上方の開口部１１３
の開口側面から正孔注入層１０６の上面（給電層の上面）に延在していることにより、樹
脂隔壁層１０７の端部１０７ａが無機膜１０９により被覆されている。これにより、有機
ＥＬ表示パネル１０の製造工程において、無機膜１０９が成膜される位置が製造誤差でず
れた場合であっても、樹脂隔壁層１０７の端部１０７ａが電子注入層１１０と接触するこ
とを防止することが可能である。
【００５９】
　無機膜１０９の膜厚は、樹脂隔壁層１０７からのアウトガスを遮断できるような膜厚で
あれば特に限定されるものではないが、例えば、１０～２００［ｎｍ］程度とすることが
できる。
【００６０】
　＜電子注入層１１０＞
　樹脂隔壁層１０７、有機発光層１０８および無機膜１０９を覆うように、電子注入層１
１０が形成されている。電子注入層１１０は機能層に相当する。電子注入層１１０は、共
通電極１１１から有機発光層１０８への電子の注入を促進させる目的で設けられているも
のであるため、電子注入層１１０は画素電極１０４上方の開口部１１２内にて有機発光層
１０８と接している。電子注入層１１０は、補助配線１０５上方の開口部１１３に露出し
た正孔注入層１０６と電気的に接続されるように形成されている。
【００６１】
　ここで、「電子注入層１１０が正孔注入層１０６と電気的に接続されるように形成され
ている」には、電子注入層１１０と正孔注入層１０６とが直接接触している場合と、電子
注入層１１０と正孔注入層１０６との間に導電性材料が介挿されている場合とが含まれる
。無機膜１０９に用いる材料が非導電性である場合には、図２（ａ）に示すように、電子
注入層１１０と正孔注入層１０６とが直接接触している、すなわち、無機膜１０９が正孔
注入層１０６の上方で分断されている必要がある。無機膜１０９に用いる材料が導電性で
ある場合には、必ずしも電子注入層１１０と正孔注入層１０６とが直接接触している必要
はなく、両層の間に例えば無機膜１０９等の導電性材料が介挿されていてもよい。
【００６２】
　電子注入層１１０の材料には、電子注入性を有する有機材料にアルカリ金属またはアル
カリ土類金属を混合させたものが用いられている。本実施の態様においては、アルカリ金
属またはアルカリ土類金属としてバリウム（Ｂａ）が用いられている。また、電子注入性
に優れる有機材料としては、例えば、特開平５－１６３４８８号公報に記載のニトロ置換
フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体、ジフェキノン誘導体、ペリレンテ
トラカルボキシル誘導体、アントラキノジメタン誘導体、フレオレニリデンメタン誘導体
、アントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリノン誘導体、キノリン錯体誘導体等
を用いることができる。
【００６３】
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　＜共通電極１１１＞
　電子注入層１１０の上には、その全面に亘って共通電極（陰極）１１１が形成されてい
る。有機ＥＬ表示パネル１０はトップエミッション型であるため、共通電極１１１には前
述したＩＴＯ、ＩＺＯ等の透光性の導電材料が用いられている。
【００６４】
　＜その他＞
　共通電極１１１の上には、有機発光層１０８が水分や空気等に触れて劣化することを抑
制する目的で封止層が設けられる。有機ＥＬ表示パネル１０はトップエミッション型であ
るため、封止層の材料としては、例えば、ＳｉＮ、ＳｉＯＮ等の光透過性材料が採用され
ている。
【００６５】
　［各種実験と考察］
　上述したように、樹脂隔壁層１０７と電子注入層１１０の間には無機膜１０９が介挿さ
れている。この無機膜１０９により電子注入層１１０の経時的劣化を抑制できるという知
見は、以下の実験により得られた。
【００６６】
　＜実験用デバイス＞
　具体的には、図３（ａ），（ｂ）に示す実験用デバイスを作成し、各種実験を行った。
【００６７】
　図３（ａ），（ｂ）は、それぞれ実験用デバイスＡ，Ｂの構成を示す部分断面図である
。図３（ａ）に示す実験用デバイスＡは、補助配線２０１、正孔注入層２０４、樹脂隔壁
層２０５、電子注入層２０６、共通電極２０７、封止層２０８、封止缶２０９を有する。
補助配線２０１として、ＡＣＬ（アルミニウムとコバルトとランタンの合金）層２０２と
ＩＺＯ層２０３の積層構造を採用し、ＡＣＬ層２０２の膜厚を２００［ｎｍ］、ＩＺＯ層
２０３の膜厚を１６［ｎｍ］とした。正孔注入層２０４として、酸化タングステン（ＷＯ
ｘ、ｘは概ね２＜ｘ＜３の範囲における実数である。）を用い、その膜厚を５［ｎｍ］と
した。樹脂隔壁層２０５としてアクリル系樹脂を用い、その膜厚を１［μｍ］とした。電
子注入層２０６としては、電子注入性を有する有機材料にバリウムを混合したものを用い
、その膜厚を３５［ｎｍ］とした。なお、バリウムは１０［重量％］である。共通電極２
０７にはＩＴＯを用い、その膜厚を３５［ｎｍ］とした。封止層２０８としてＳｉＮを用
い、その膜厚を６２０［ｎｍ］とした。
【００６８】
　図３（ｂ）に示す実験用デバイスＢは、図３（ａ）に示す実験用デバイスＡにおける樹
脂隔壁層２０５を、ＳｉＮからなる無機隔壁層２１０に置換したものである。（以下、樹
脂隔壁層２０５および無機隔壁層２１０を総じて、単に「隔壁層」と記載する。）
　＜実験結果＞
　図４は、図３に示す実験用デバイスＡ，Ｂにおける、電子注入層２０６を形成する前の
隔壁層に対し所定の処理を施した場合の、補助配線２０１と共通電極２０７間のコンタク
ト抵抗［Ω］を測定した結果を示す表である。
【００６９】
　ｅｎｔｒｙ１～７では実験用デバイスＡを、ｅｎｔｒｙ８では実験用デバイスＢをそれ
ぞれ用いた。また、隔壁層に対し行った所定の処理とは、具体的にはＵＶ照射処理、窒素
雰囲気下でのベーク、および真空下でのベークである。図４の表において、ＵＶ照射処理
におけるＵＶ照射時間を「ＵＶ照射時間」の行に、窒素雰囲気下でのベークにおけるベー
ク温度およびベーク時間を「Ｎ2雰囲気下ベーク」の行に、真空下でのベークにおけるチ
ャンバー内の圧力、ベーク温度、およびベーク時間「真空ベーク」の行にそれぞれ示して
いる。なお、「ＵＶ照射時間」、「Ｎ2雰囲気下ベーク」、および「真空ベーク」の行に
おいて「－」と記されているｅｎｔｒｙでは、対応する処理は行っていない。
【００７０】
　そして、各実験用デバイスにおいて、隔壁層に対し上記の処理を行ったのち電子注入層
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２０６、共通電極２０７、封止層２０８、封止缶２０９を形成してから２４時間後に、補
助配線２０１と共通電極２０７間のコンタクト抵抗［Ω］を測定した。
【００７１】
　ｅｎｔｒｙ１では、隔壁層に対して９０［ｓｅｃ］間のＵＶ照射処理、および窒素雰囲
気下でのベークを行っているが、これらの処理はいずれも通常の隔壁層の製造工程に含ま
れるものである。つまり、ｅｎｔｒｙ１の処理を行った隔壁層が、標準状態の隔壁層であ
る。なお、９０［ｓｅｃ］間のＵＶ照射処理は、樹脂隔壁層を構成する絶縁性の有機材料
を取り除く目的で行われるものであり、窒素雰囲気下でのベークは、樹脂隔壁層を焼成す
るために行われるものである（詳細は、後述する［製造方法］の項を参照されたい。）。
【００７２】
　ｅｎｔｒｙ２の結果より、ＵＶ照射処理および窒素雰囲気下でのベークを行わない場合
、ｅｎｔｒｙ１と比較してコンタクト抵抗が増大した。また、ｅｎｔｒｙ３の結果より、
窒素雰囲気下でのベークを行わずに、９０［ｓｅｃ］間のＵＶ照射処理のみを行った場合
のコンタクト抵抗は、ｅｎｔｒｙ１からあまり変化がなかった。さらに、ｅｎｔｒｙ４，
５の場合のようにＵＶ照射処理の時間を１８０，３００［ｓｅｃ］と長くしても、コンタ
クト抵抗の減少は見られず、ｅｎｔｒｙ４に至ってはコンタクト抵抗が１０倍以上に増大
した。ｅｎｔｒｙ６のように、ＵＶ照射処理を１８０［ｓｅｃ］行い、かつ窒素雰囲気下
でのベークを行っても、コンタクト抵抗の減少は見られなかった。
【００７３】
　しかしながら、ｅｎｔｒｙ７のように、１８０［ｓｅｃ］間のＵＶ照射処理に加え、真
空下でのベークを行うことで、コンタクト抵抗を１００［ｋΩ］以下（図４において二点
鎖線で示したライン以下）にまで減少することが分かった。さらに、ｅｎｔｒｙ８のよう
に、絶縁性の有機材料からなる樹脂隔壁層２０５に代えて、ＳｉＮからなる無機隔壁層２
１０とした場合には、窒素雰囲気下でのベークおよび真空下でのベークを行わなくても、
コンタクト抵抗を１００［ｋΩ］以下にすることができた。
【００７４】
　ｅｎｔｒｙ３とｅｎｔｒｙ８との違いは、隔壁層の材料のみである。つまり、隔壁層の
材料を有機材料から無機材料に変更することで、コンタクト抵抗を減少させることができ
た。このことより、樹脂隔壁層の材料である有機材料が、補助配線２０１と共通電極２０
７間に介在する層であって、樹脂隔壁層２０５と接触している層、すなわち、正孔注入層
２０４および電子注入層２０６の少なくとも一方の層に影響を及ぼしていると推察される
。
【００７５】
　さらに、ｅｎｔｒｙ６，７の結果より、ベーク処理を行う条件を窒素雰囲気下から真空
下に変更することで、コンタクト抵抗が減少した。このことより、本発明者は、有機材料
からアウトガスが、正孔注入層２０４および電子注入層２０６の少なくとも一方の層に影
響を及ぼしていると推察した。この理由として、アウトガスは樹脂隔壁層２０５が加熱さ
れることでその放出が促進されるが、真空下でベーク処理を行うことでアウトガスがさら
に放出が促進されたものと考えた。そして、６０［ｍｉｎ］間の真空ベーク終了後には、
樹脂隔壁層２０５内に存在するアウトガスが放出されきったため、真空ベーク終了後には
、正孔注入層２０４および電子注入層２０６の少なくとも一方の層に対してさほど影響を
及ぼさなかったと推察される。
【００７６】
　次に、正孔注入層２０４、電子注入層２０６に用いている材料について見てみる。正孔
注入層２０４の材料としては、化学的に安定な（化学反応を起こしにくい）酸化タングス
テンが用いられている。なお、酸化タングテンに限らず、上記で挙げた他の材料も同様に
化学的に安定な性質を有する。一方、電子注入層２０６には、化学的に活性で化学反応を
起こし易いバリウムが混合されている。これも、バリウムに限られず、アルカリ金属およ
びアルカリ土類金属一般に言える性質である。ここで、アルカリ金属およびアルカリ土類
金属は、酸化物、水酸化物、ハロゲン化物等の化合物を形成するが、いずれの化合物も金
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属単体と比較して電気抵抗が高いことが一般的に知られている。
【００７７】
　以上のことより、本発明者は、従来の有機ＥＬ表示パネルにおいては、電子注入層に含
まれるアルカリ金属またはアルカリ土類金属が、樹脂隔壁層から発生するアウトガスに含
まれる水分や有機物質と反応する、すなわち電子注入層が劣化すると考えた。そして、電
子注入層が劣化することで電子注入層の電気抵抗が上昇し、その結果、補助配線と共通電
極間のコンタクト抵抗が上昇すると推察した。これは電子注入層にアルカリ金属またはア
ルカリ土類金属が含まれている場合に限られず、電子注入層を構成する材料が易酸化性ま
たは吸湿性の少なくとも一方を有している場合に起こる問題である。
【００７８】
　そこで、本発明者は、図２（ａ）に示すように、補助配線１０５上方における樹脂隔壁
層１０７の開口部１１３の開口側面と電子注入層１１０との間に無機膜１０９を介挿する
ことで、アウトガスによる電子注入層１１０の劣化を抑制するという発明を考案するに至
った。
【００７９】
　なお、上記の実験結果（ｅｎｔｒｙ３とｅｎｔｒｙ８との比較）より、無機材料が電子
注入層１１０に対して悪影響を及ぼすことはないと考えられる。したがって、樹脂隔壁層
１０７と電子注入層１１０との間に介挿された無機膜１０９も同様に、電子注入層１１０
に対して悪影響を及ぼすことはないと考えられる。
【００８０】
　［製造方法］
　＜第１例＞
　図５～７は、実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第１例を示す断
面図である。
【００８１】
　まず、図５（ａ）に示すように、ＴＦＴ基板１０２上に層間絶縁膜１０３を形成するこ
とで基板１０１を準備する。
【００８２】
　次に、層間絶縁膜１０３上に導電性材料からなる薄膜を成膜する。この薄膜の成膜には
、スパッタリング法や真空蒸着法などの真空成膜法を用いることができる。薄膜の成膜後
、フォトリソグラフィでパターニングすることにより、図５（ｂ）に示すように、画素電
極１０４と、それに離間した補助配線１０５を形成する。本実施の態様においては、画素
電極１０４と補助配線１０５とが同一材料で構成されているため、これらを同一工程内で
形成することができる。このようにすることで、画素電極１０４とは別個に補助配線１０
５を形成する必要がないため、製造工程数を削減することができる。
【００８３】
　続いて、図５（ｃ）に示すように、基板１０１、画素電極１０４および補助配線１０５
の上面の全体に亘って、正孔注入層１０６を成膜する。正孔注入層１０６の成膜には、例
えば、スパッタリング法や真空蒸着法などの真空成膜法を用いることができる。
【００８４】
　次に、正孔注入層１０６上に絶縁性の有機材料からなる隔壁材料層を形成する。隔壁材
料層の形成は、例えば塗布等により行うことができる。その後、隔壁材料層上に所定形状
の開口部を持つマスクを重ね、マスクの上から感光させた後、余分な隔壁材料層を現像液
で洗い出す。これにより隔壁材料層のパターニングが完了する。これにより、図５（ｄ）
に示すように、画素電極１０４の上方および補助配線１０５の上方に、それぞれ開口部１
１２，１１３を有する樹脂隔壁層１０７が形成される。この後、樹脂隔壁層１０７に対し
ＵＶ照射処理を行うことで、開口部１１２，１１３に露出した正孔注入層１０６上に存在
する絶縁性有機材料の残渣を取り除いた後、窒素雰囲気下でベークすることにより樹脂隔
壁層１０７を焼成する。
【００８５】
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　ここで、樹脂隔壁層１０７を窒素雰囲気下でベークする代わりに、真空下でベークを行
うこととしてもよい。このようにすることによって、焼成終了後に樹脂隔壁層１０７から
発生するアウトガスの量を大幅に減少させることができる。結果として、電子注入層１１
０における経時的劣化の抑制に万全を期すことができる。
【００８６】
　続いて、図６（ａ）に示すように、画素電極１０４上方の開口部１１２に、例えば、イ
ンクジェット法により有機発光層１０８を形成する。具体的には、Ｒ，Ｇ，Ｂいずれかの
色に対応する有機材料と溶媒を含むインクを開口部１１２に滴下し、溶媒を蒸発乾燥させ
ることにより形成する。
【００８７】
　有機発光層１０８の形成後、無機膜１０９（図２（ａ））の形成が予定された領域に対
応する部分に開口が設けられたマスク１１４を重ね、マスク１１４の上方から、無機膜１
０９を構成する無機材料を蒸着させる（図６（ｂ））。この結果、樹脂隔壁層１０７の開
口部１１３の開口側面と、開口部１１２と開口部１１３との間に相当する樹脂隔壁層１０
７の上面に無機膜１０９が形成される（図６（ｃ））。
【００８８】
　ここで、樹脂隔壁層１０７は、上記第１および第２の目的に加え、第３に、有機発光層
１０８を形成する際（図６（ａ））、異なる色に対応する有機材料を含むインクが互いに
混入することを防止する目的で形成されている。例えば、Ｒに対応する有機材料を含むイ
ンクが開口部１１２Ｒ（図２（ｂ））を乗り越えて、隣接する開口部１１２Ｇに流入する
ことを防ぐ機能を有する。このため、有機発光層１０８を形成する工程においては、開口
部１１２の間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面が撥液性を有していることが望ましい。
【００８９】
　そこで、本製造方法においては、図６に示すように、有機発光層１０８を形成した後、
無機膜１０９を形成することとしている。すなわち、樹脂隔壁層１０７を形成した次の工
程で有機発光層１０８を形成している。したがって、樹脂隔壁層１０７を形成した次の工
程で先に無機膜１０９を形成する場合と比較して、有機発光層１０８形成時における撥液
性を損なわないようにすることができる。
【００９０】
　次に、樹脂隔壁層１０７、有機発光層１０８および無機膜１０９を覆うように、例えば
、スパッタリング法や真空蒸着法などの真空成膜法により、電子注入層１１０を形成する
。このとき、補助配線１０５上方の開口部１１３内にて正孔注入層１０６と接するように
電子注入層１１０を形成する（図７（ａ））。
【００９１】
　そして、電子注入層１１０の上面全体に亘って、例えば、スパッタリング法や真空蒸着
法などの真空成膜法により、共通電極１１１を成膜する（図７（ｂ））。以上の工程を経
ることで、有機ＥＬ表示パネル１０が完成する。
【００９２】
　＜第２例＞
　図８，９は、実施の態様１に係る有機ＥＬ表示パネル１０の製造方法の第２例を示す断
面図である。図５～７に示した第１例との違いは、無機膜１０９の形成方法である。
【００９３】
　樹脂隔壁層１０７を形成する工程までは、第１例（図５）と同じである。樹脂隔壁層１
０７を形成する工程を終えた後、図８（ａ）に示すように、基板１０１の上方全体に亘っ
て、無機膜１０９を構成する無機材料からなる層１１５を形成する。
【００９４】
　次に、図８（ｂ）に示すように、無機膜１０９の形成が予定された領域に感光性のレジ
スト１１６を塗布したのち露光する。本製造方法におけるレジスト１１６はいわゆるネガ
型である。そして、無機材料からなる層１１５のうち感光しなかった部分（レジスト１１
６が形成されなかった部分）を現像液で洗い出すことにより、無機膜１０９の形成が予定
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された領域を除く部分を除去する。これにより、無機膜１０９がパターニングされる（図
９（ａ））。
【００９５】
　その後、図６（ａ）で説明した方法に基づき、画素電極１０４上方の開口部１１２に有
機発光層１０８を形成する（図９（ｂ））。以降の製造工程は、第１例と同様である。
【００９６】
　≪実施の態様２≫
　無機膜を構成する材料として、電子注入層を構成する材料よりも高い易酸化性または吸
湿性を有する材料を用いた場合には、樹脂隔壁層からのアウトガスによる電子注入層の劣
化を、実施の態様１と比較してより効率的に抑制することが可能である。
【００９７】
　［構成］
　本実施の態様における有機ＥＬ表示パネルの構成は、図２に示すものと同様である。実
施の態様１で無機膜１０９の材料として挙げたもののうち、アルミニウム（Ａｌ），銀（
Ａｇ），銅（Ｃｕ），マグネシウム（Ｍｇ）は、電子注入層１１０を構成する材料よりも
高い易酸化性または吸湿性を有している。すなわち、これらの材料は電子注入層１１０を
構成している材料よりも、酸素または水分により酸化されやすい。無機膜１０９として電
子注入層１１０を構成する材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有する材料を用いるこ
とにより、樹脂隔壁層１０７からのアウトガスが電子注入層１１０に含まれるアルカリ金
属またはアルカリ土類金属と反応する前に、無機膜１０９の方がアウトガスと反応するこ
とになる。
【００９８】
　したがって、無機膜１０９を構成する材料を、電子注入層１１０を構成する材料よりも
高い易酸化性または吸湿性を有するものとすることで、電子注入層１１０と樹脂隔壁層１
０７と物理的に隔離する（非接触とする）ことに加え、樹脂隔壁層１０７で発生したアウ
トガスを無機膜１０９において吸着することもできる。したがって、アウトガスから電子
注入層１１０をより確実に保護することが可能である。
【００９９】
　無機膜１０９においてアウトガスを吸着する効果を得るためには、無機膜１１７の膜厚
を３［ｎｍ］以上とすることが望ましい。このようにすることにより、無機膜１１７をピ
ンホールのない連続膜とすることが可能である。仮にピンホールが存在してしまうと、ア
ウトガスがこのピンホールを介して電子注入層１１０に浸入するおそれが生じる。
【０１００】
　上述した効果を得るためには、無機膜１０９が電子注入層１１０を構成する材料よりも
高い易酸化性または吸湿性を有していればよく、上記の金属材料に限定されるものではな
い。また、導電性の有無についても不問である。
【０１０１】
　また、無機膜１０９を構成する材料は、必ずしも電子注入層１１０を構成する材料より
も高い易酸化性および吸湿性の両方を有している必要はない。電子注入層１１０を構成す
る材料が易酸化性を有している場合には、電子注入層１１０を構成する材料よりも高い易
酸化性を有していればよく、電子注入層１１０を構成する材料が吸湿性を有している場合
には、電子注入層１１０を構成する材料よりも高い吸湿性を有していればよい。
【０１０２】
　なお、本実施の態様に係る有機ＥＬ表示パネルの製造方法は、実施の態様１と同様であ
るので、ここでは説明を省略する。
【０１０３】
　［各種実験と考察］
　＜実験用デバイス＞
　図１０（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す実験用デバイスを作成し、各種実験を行った。
【０１０４】
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　図１０は、実験用デバイスＣ，Ｄ，Ｅの構成を示す断面図である。なお、図３で説明し
た実験用デバイスＡ，Ｂと同じ層には同符号を付して説明を省略する。
【０１０５】
　図１０（ａ）に示す実験用デバイスＣは、補助配線２０１、正孔注入層２０４、樹脂隔
壁層２０５、電子注入層２１１、共通電極２１２、封止層２０８、封止缶２０９を有する
。電子注入層２１１はバリウム層であり、その膜厚を５［ｎｍ］とした。共通電極２１２
はアルミニウム層であり、その膜厚を１２０［ｎｍ］とした。
【０１０６】
　図１０（ｂ）に示す実験用デバイスＤは、図１０（ａ）に示す実験用デバイスＣにおけ
る樹脂隔壁層２０５と電子注入層２１１との間に無機膜２１３を介挿したものである。無
機膜２１３はアルミニウム層であり、その膜厚を２００［ｎｍ］とした。
【０１０７】
　図１０（ｃ）に示す実験用デバイスＥは、図３（ａ）に示す実験用デバイスＡにおける
樹脂隔壁層２０５と電子注入層２０６との間に無機膜２１３を介挿したものである。無機
膜２１３は実験用デバイスＤと同じく、膜厚が２００［ｎｍ］のアルミニウム層である。
【０１０８】
　＜実験結果＞
　図１１は、図１０に示す実験用デバイスＣ，Ｄにおける補助配線２０１と共通電極２１
２間のコンタクト抵抗、および実験用デバイスＥにおける補助配線２０１と共通電極２０
７間のコンタクト抵抗を測定した結果を示す表である。
【０１０９】
　ｅｎｔｒｙ９，１０では実験用デバイスＣを、ｅｎｔｒｙ１１では実験用デバイスＢを
、ｅｎｔｒｙ１２では実験用デバイスＥをそれぞれ用いた。また、図１１の表における、
「真空ベーク」の行には真空ベーク処理の有無を記載している。真空ベーク処理の条件は
、図４におけるものと同条件である。「電子注入層の材料」，「無機膜」，「共通電極の
材料」の行には、構成材料ならびに膜厚を記載している。なお、実験用デバイスＣは無機
膜２１３を含まないため、ｅｎｔｒｙ９，１０における「無機膜」の行には「－」と記し
ている。
【０１１０】
　各実験用デバイスを形成してから２４時間後に、補助配線２０１と共通電極２１２との
間（実験用デバイスＣ，Ｄ）、または補助配線２０１と共通電極２０７との間（実験用デ
バイスＥ）のコンタクト抵抗［Ω］を測定した。
【０１１１】
　ｅｎｔｒｙ１０とｅｎｔｒｙ１１との違いは、無機膜２１３の有無である。無機膜２１
３を樹脂隔壁層２０５と電子注入層２１１の間に介挿することにより、コンタクト抵抗の
値が１００［ｋΩ］以下にまで低下することが分かった。また、ｅｎｔｒｙ１０において
は、電子注入層２１１の上方に共通電極２１２としてのアルミニウム層が形成されている
ものの、コンタクト抵抗は１００［ｋΩ］を超えている。このことより、樹脂隔壁層２０
５と電子注入層２１１の間に無機膜２１３を形成することが、コンタクト抵抗の減少には
効果的であることがわかる。ここで、図１１の各ｅｎｔｒｙに示すコンタクト抵抗の値は
、同じ実験用デバイス内６地点におけるコンタクト抵抗値をそれぞれ示したものである。
ｅｎｔｒｙ１１においては、ｅｎｔｒｙ１０と比較して実験用デバイス内におけるコンタ
クト抵抗値のバラツキも抑制されることがわかった。
【０１１２】
　ｅｎｔｒｙ１２（実験用デバイスＥ）と図４におけるｅｎｔｒｙ１～７（図３（ａ）の
実験用デバイスＡ）との違いは、無機膜２１３の有無である。樹脂隔壁層２０５と電子注
入層２０６の間に無機膜２１３が介挿されていることにより、ｅｎｔｒｙ１１と同じくコ
ンタクト抵抗が１００［ｋΩ］以下に低下し、また、コンタクト抵抗値のバラツキも抑制
されていることがわかった。
【０１１３】
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　また、ｅｎｔｒｙ１１とｅｎｔｒｙ１２との違いは、電子注入層の材料および共通電極
の材料である。ｅｎｔｒｙ１１とｅｎｔｒｙ１２との比較により、樹脂隔壁層２０５と電
子注入層２０６の間に無機膜２１３が介挿されていれば、電子注入層の膜厚、電子注入性
を有する有機材料の有無および共通電極の材料に関わらず、コンタクト抵抗の低減効果が
得られることがわかった。
【０１１４】
　さらに、ｅｎｔｒｙ９とｅｎｔｒｙ１０との違いは、真空ベーク処理の有無である。こ
の比較より、実施の態様１におけるｅｎｔｒｙ６とｅｎｔｒｙ７との比較と同様に、真空
ベーク処理を行った方がコンタクト抵抗の値は低下する。しかしながら、ｅｎｔｒｙ１１
，１２では真空ベーク処理を行っていないものの、樹脂隔壁層２０５と電子注入層２０６
の間に無機膜２１３を介挿することで、真空ベーク処理を行った場合よりもコンタクト抵
抗値が低下することがわかった。したがって、樹脂隔壁層２０５と電子注入層２０６の間
に無機膜２１３を介挿した場合には、真空ベーク処理を行わなくとも、十分な低さのコン
タクト抵抗が得ることができる。
【０１１５】
　以上説明したように、無機膜の材料として、封止性に優れかつ電子注入層を構成する材
料よりも高い易酸化性または吸湿性を有するものとすることにより、アウトガスの電子注
入層への悪影響をより効果的に低減することができる。この結果、電子注入層の経時的劣
化をより効率的に抑制することが可能となる。
【０１１６】
　≪実施の態様３≫
　無機膜を構成する材料として、導電性材料を用いた場合には、補助配線上方の開口部に
おいて、共通電極と補助配線との間の電気的特性の向上を図ることが可能である。
【０１１７】
　［構成］
　図１２は、実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の構造を示す部分断面図であ
る。図１２において、実施の態様１，２と同じ構成には同符号を付しており、また本実施
の態様においての説明は省略する。
【０１１８】
　有機ＥＬ表示パネル１００において、図２（ａ）に示す有機ＥＬ表示パネル１０と異な
る部分は、無機膜１１７の構成である。実施の態様１における無機膜１０９は、導電性で
あるか、または非導電性であるかを問わなかった。これに対し、本実施の態様における無
機膜１１７は導電性材料で構成されている。実施の態様１で挙げた無機膜の材料のうち導
電性のものは、アルミニウム，銀，銅，マグネシウム、ＩＴＯ、ＩＺＯである。
【０１１９】
　図１２に示すように、本実施の態様における無機膜１１７は、補助配線上方における樹
脂隔壁層１０７の開口部１１３の開口側面と電子注入層１１０との間に介挿されている。
また、無機膜１１７は、補助配線上方における樹脂隔壁層１０７の開口部１１３の開口側
面から樹脂隔壁層１０７の上面に延在している。これらの点は、図２（ａ）に示すものと
同じである。さらに、本実施の態様においては、補助配線上方の開口部１１３に露出した
正孔注入層１０６を覆うように、無機膜１１７が補助配線上方における樹脂隔壁層１０７
の開口部１１３の開口側面から正孔注入層１０６の上面に延在している。
【０１２０】
　なお、実施の態様１で述べたように、無機膜１１７が導電性材料で構成されている場合
には、無機膜１１７は正孔注入層１０６の上方で分断されている必要はない。換言すると
、電子注入層１１０と正孔注入層１０６が直接接触している必要はない。実際、本実施の
態様においては両層の間に無機膜１１７が介挿されている。
【０１２１】
　無機膜１１７を導電性材料とする場合、無機膜１１７の膜厚は樹脂隔壁層１０７からの
アウトガスを遮断でき、かつ、有機ＥＬ表示パネル製造の効率化の妨げとならないような
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膜厚であれば特に限定されず、例えば１０～２００［ｎｍ］程度である。ここで、無機膜
１１７の膜厚を２００［ｎｍ］程度とすることで、以下に説明するような効果が期待でき
る。
【０１２２】
　無機膜が非導電性材料で構成されている場合には、共通電極１１１と補助配線１０５と
の電気的接続は、開口部１１３内に形成された無機膜同士の隙間においてなされる。一方
、本実施の態様のように無機膜１１７が導電性材料で構成されている場合には、補助配線
上方の開口部１１３周辺の樹脂隔壁層１０７上に形成されている無機膜１１７も補助配線
１０５と同電位となる。したがって、無機膜１１７が導電性材料で構成されている場合に
は、非導電性材料で構成されている場合と比較して、実質的に共通電極１１１と補助配線
１０５との電気的な接触面積を拡大することができる。
【０１２３】
　実質的に共通電極１１１と補助配線１０５との電気的な接触面積が拡大することにより
、共通電極１１１を構成する材料として、無機膜を非導電性材料で構成する場合と比較し
て多少電気抵抗値が高いものを用いたとしても、有機ＥＬ表示パネルの中央領域における
電圧降下はさほど問題にはならない。このため、本実施の態様のように、有機ＥＬ表示パ
ネル１００をトップエミッション型とする場合、電気抵抗値は多少高いものの、光透過性
が高い材料を共通電極１１１の材料として選択することが可能になる。すなわち、共通電
極１１１の材料選択に自由度を持たせる、特に、光学特性を重視した材料選択を行うこと
が可能となる。
【０１２４】
　以上説明したように、本実施の態様によれば、電子注入層を樹脂隔壁層のアウトガスか
ら遮断する効果に加え、補助配線と共通電極との間の電気的特性を向上させる効果を得る
ことができる。
【０１２５】
　なお、実施の態様２で説明したように、無機膜を構成する材料を、導電性に加え、電子
注入層を構成する材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有する材料とすることも可能で
ある。このようにすることで、本実施の態様で説明した効果に加え、樹脂隔壁層で発生し
たアウトガスを無機膜において吸着するという効果も得ることができる。導電性であり、
かつ、電子注入層を構成する材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有する材料としては
、例えば、実施の態様１で挙げたアルミニウム、銀、銅、マグネシウム等がある。
【０１２６】
　［製造方法］
　図１３は、実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の製造方法の第１例を示す断
面図である。
【０１２７】
　有機発光層１０８を形成する工程までは図５（ａ）～図６（ａ）と同様である。図１３
（ａ）に示すように、無機膜１１７（図１２）の形成が予定された領域に対応する部分に
開口が設けられたマスク１１８を重ねる。そして、マスク１１８の上方から、無機膜１１
７を構成する無機材料を蒸着させる。この結果、樹脂隔壁層１０７の開口部１１３の開口
側面、開口部１１３に露出した正孔注入層１０６の上面、および開口部１１２と開口部１
１３との間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面に無機膜１１７が形成される（図１３（ｂ
））。この後の電子注入層１１０、共通電極１１１を形成する工程は図７で説明した通り
である。
【０１２８】
　図１４は、実施の態様３に係る有機ＥＬ表示パネル１００の製造方法の第２例を示す断
面図である。図１３に示した第１例との違いは、無機膜１１７の形成方法である。
【０１２９】
　樹脂隔壁層１０７を形成する工程までは、図５と同じである。図１４（ａ）に示すよう
に、基板１０１の上方全体に亘って、無機膜１１７を構成する無機材料からなる層１１９
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を形成する。次に、図１４（ｂ）に示すように、無機膜１１７の形成が予定された領域に
ネガ型の感光性レジスト１２０を塗布したのち露光する。そして、無機材料からなる層１
１９のうち感光しなかった部分を現像液で洗い出すことにより、無機膜１１７の形成が予
定された領域を除く部分を除去する。これにより、図１４（ｃ）に示すように、無機膜１
１７がパターニングされる。この後、実施の態様１で説明した方法に基づき、有機発光層
１０８、電子注入層１１０および共通電極１１１を形成することにより、有機ＥＬ表示パ
ネル１００が完成する。
【０１３０】
　［変形例・その他］
　以上、実施の態様について説明したが、本発明は上記の実施の態様に限られない。例え
ば、以下のような変形例等が考えられる。
【０１３１】
　（１）上記の実施の態様１においては、開口部１１３の開口側面、開口部１１２と開口
部１１３との間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面および補助配線１０５上方の正孔注入
層１０６上に無機膜１０９が形成されていることとしたが（図２（ａ））、本発明はこれ
に限定されない。
【０１３２】
　図１５は、実施の態様１の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの構造を示す部分断面図で
ある。図１５（ａ）に示す有機ＥＬ表示パネル１０Ａのように、開口部１１３の開口側面
のみに無機膜１０９Ａが形成されていることとしてもよい。また、図１５（ｂ）に示す有
機ＥＬ表示パネル１０Ｂのように、開口部１１３の開口側面および補助配線１０５上方の
正孔注入層１０６上のみに無機膜１０９Ｂが形成されていることとしてもよい。さらに、
図１５（ｃ）に示す有機ＥＬ表示パネル１０Ｃのように、開口部１１３の開口側面および
開口部１１２と開口部１１３との間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面のみに無機膜１０
９Ｃが形成されていることとしてもよい。
【０１３３】
　最低限、補助配線１０５と共通電極１１１との主な接続領域となる、開口部１１３の内
に形成されている電子注入層１１０の劣化を抑制することができれば、補助配線１０５と
共通電極１１１間のコンタクト抵抗の経時的な上昇を抑制することが可能である。したが
って、有機ＥＬ表示パネル１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃのような構成であっても、補助配線１
０５と共通電極１１１間のコンタクト抵抗の経時的な上昇を抑制することができる。
【０１３４】
　（２）上記の実施の態様３においては、無機膜１１７が開口部１１３の開口側面と、開
口部１１２と開口部１１３との間に相当する樹脂隔壁層１０７の上面に形成されていた。
さらに、無機膜１１７は開口部１１３に露出した正孔注入層１０６を覆うように形成され
ていることとしたが（図１２）、本発明はこれに限定されない。
【０１３５】
　図１６は、実施の態様３の変形例に係る有機ＥＬ表示パネルの構造を示す部分断面図で
ある。図１６（ａ）に示す有機ＥＬ表示パネル１００Ａのように、開口部１１３の開口側
面のみに無機膜１１７Ａが形成されていることとしてもよい。また、図１６（ｂ）に示す
有機ＥＬ表示パネル１００Ｂのように、無機膜１１７Ｂが開口部１１３に露出した正孔注
入層１０６を完全に覆っていない、すなわち、正孔注入層１０６上で無機膜１１７Ｂが分
断されていることとしてもよい。
【０１３６】
　さらに、図１６（ｃ）に示す有機ＥＬ表示パネル１００Ｃのように、開口部１１３の開
口側面および開口部１１３に露出した正孔注入層１０６のみを覆うように無機膜１１７Ｃ
が形成されていることとしてもよい。そして、図１６（ｄ）に示す有機ＥＬ表示パネル１
００Ｄのように、開口部１１３の開口側面および開口部１１２と開口部１１３との間に相
当する樹脂隔壁層１０７の上面のみに無機膜１１７Ｄが形成されていることとしてもよい
。
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【０１３７】
　変形例（１）と同様に、本変形例においても最低限、開口部１１３の内に形成されてい
る電子注入層１１０の劣化を抑制することができれば、補助配線１０５と共通電極１１１
間のコンタクト抵抗の経時的な上昇を抑制することが可能である。
【０１３８】
　（３）上記の実施の態様では、補助配線と共通電極との接続領域において樹脂隔壁層と
電子注入層とを隔離する隔離膜として、無機材料からなる無機膜を例に挙げたが、本発明
はこれに限定されない。隔離膜は、封止性に優れるとともにアウトガスを発生せず、かつ
、電子注入層を劣化させるおそれのない材料で形成されていればよく、実施の態様のよう
な無機膜である必要はない。
【０１３９】
　（４）上記の実施の態様においては、図２（ｂ）に示すように、補助配線１０５が１画
素毎に（Ｒ，Ｇ，Ｂの３つのサブピクセル毎に）１本、Ｙ方向に延伸して形成されている
構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、サブピクセル毎にＹ方向に延伸し
て形成されていることとしてもよいし、１画素毎にＸ方向に延伸して形成されていること
としてもよいし、サブピクセル毎にＸ方向に延伸して形成されていることとしてもよい。
さらに、１画素毎にまたはサブピクセル毎に、ＸＹ方向に格子状に形成されていてもよい
。
【０１４０】
　（５）本発明において、正孔注入層およびＩＴＯ層（またはＩＺＯ層）は必須の構成要
件ではない。正孔注入層およびＩＴＯ層（またはＩＺＯ層）が設けられていない場合には
、実施の態様における補助配線１０５のみが本発明の給電層に相当する。
【０１４１】
　また、上記の実施の態様においては、正孔注入層が基板の上方を覆うように全面に形成
されている例を示したが、本発明はこれに限定されない。例えば、画素電極上および補助
配線上のみに形成されていることとしてもよいし、画素電極上のみに形成されていること
としてもよい。また、画素電極（または補助配線）の側面および上面のみを覆うように形
成されていることとしてもよい。
【０１４２】
　（６）上記の実施の態様においては、図２（ａ）に示すように、画素電極１０４と補助
配線１０５とが同層に形成されている構成としたが、本発明の適用はこのような構成の有
機ＥＬ表示パネルに限定されない。例えば、樹脂隔壁層の上面とその上方に形成された電
子注入層の間に補助配線１０５が形成されているような構成でも、樹脂隔壁層と電子注入
層とが接して形成されているため、上記の課題は発生し得る。このような構成に対し、樹
脂隔壁層の上面と電子注入層との間に無機膜を形成することで、同様に課題の解決を図る
ことができる。すなわち、本発明は、樹脂隔壁層と電子注入層とが接して形成されている
有機ＥＬ表示パネルに対し、広く適用することが可能である。
【０１４３】
　また、変形例（５）において述べたように、正孔注入層が本発明の必須の構成要件でな
い。これに対応して、従来の有機ＥＬ表示パネル９０においても、正孔注入層９０４が課
題の発生に不可欠な構成ではない。
【０１４４】
　（７）実施の態様１において、電子注入層を構成する材料が易酸化性または吸湿性の少
なくとも一方を有している場合に、コンタクト抵抗が経時的に上昇する課題が発生するこ
とを述べた。しかし、電子注入層全体が易酸化性または吸湿性の少なくとも一方を有して
いる場合だけでなく、電子注入層における少なくとも樹脂隔壁に接している領域を構成し
ている材料がこれらの性質を有していれば、上記の課題は発生し得る。すなわち、本発明
は、易酸化性または吸湿性の少なくとも一方を有している領域が、電子注入層における樹
脂隔壁に接している領域のみであっても適用することができるものである。
【０１４５】
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　（８）実施の態様２で述べた効果を得るためには、無機膜の全体が電子注入層を構成す
る材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有する材料で構成されている必要はない。最低
限、無機膜における少なくとも樹脂隔壁に接している領域を構成している材料が、電子注
入層を構成する材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有していれば、樹脂隔壁層からの
アウトガスを吸着する効果を得ることが可能である。
【０１４６】
　なお、無機膜の全体が電子注入層を構成する材料よりも高い易酸化性または吸湿性を有
する材料で構成されている場合には、以下のような効果が期待できる。例えば、共通電極
側から浸入した水分や酸素により、電子注入層内に含まれるアルカリ金属等が酸化するこ
とが考えられる。このような場合であっても、無機膜が電子注入層と接触していることに
より、酸化したアルカリ金属等を再度単体のアルカリ金属等に還元することが可能である
。
【０１４７】
　（９）本発明における「樹脂隔壁層を形成する工程を終えた基板」には、［１］樹脂隔
壁層を形成する工程を終えた基板であって有機発光層を形成する工程前の基板、［２］樹
脂隔壁層を形成する工程および有機発光層を形成する工程を終えた基板であって電子注入
層を形成する工程前の基板の２つの基板が含まれる。図５（ｄ）に示す状態の基板は［１
］の基板に相当し、図６（ａ）に示す状態の基板は［２］の基板に相当する。上記の製造
方法の第１例においては、［２］の基板に対し無機膜１０９を形成しており、第２例にお
いては、［１］の基板に対し無機膜１０９を形成していることになる。
【０１４８】
　（１０）図６に示す製造工程においては、有機発光層１０８を形成した後、無機膜１０
９を形成することとしたが、本発明はこれに限定されない。有機発光層１０８を形成する
前に無機膜１０９を形成することとしてもよい。また、図８，９に示す製造工程において
は、有機発光層１０８を形成する前に無機膜１０９を形成することとしたが、本発明はこ
れに限定されない。有機発光層１０８を形成したのち、無機膜１０９を形成することとし
てもよい。このことは、図１３，１４に示す製造工程でも同様である。
【０１４９】
　（１１）上記の実施の態様で示した有機ＥＬ表示パネルの製造方法は単なる一例である
。真空成膜法を用いて成膜すると説明した層を、例えばインクジェット法等の塗布法によ
って形成することとしてもよいし、逆に、インクジェット法を用いて成膜すると説明した
層を、例えば真空成膜法によって形成することとしてもよい。
【０１５０】
　（１２）上記の実施の態様で使用している、材料、数値等は好ましい例を例示している
だけであり、この態様に限定されることはない。また、本発明の技術的思想の範囲を逸脱
しない範囲で、適宜変更は可能である。さらに、各図面における部材の縮尺は実際のもの
とは異なる。なお、数値範囲を示す際に用いる符号「～」は、その両端の数値を含む。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明の有機ＥＬ表示パネル等は、例えば、家庭用もしくは公共施設、あるいは業務用
の各種ディスプレイ、テレビジョン装置、携帯型電子機器用ディスプレイ等に用いられる
有機ＥＬ表示パネルに好適に利用可能である。
【符号の説明】
【０１５２】
　　１　有機ＥＬ表示装置
　　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　有機ＥＬ表示パネル
　　２０　駆動制御部
　　２１、２２、２３、２４　駆動回路
　　２５　制御回路
　　１００、１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ　有機ＥＬ表示パネル
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　　１０１　基板
　　１０２　ＴＦＴ基板
　　１０３　層間絶縁膜
　　１０４　画素電極（陽極）
　　１０５　補助配線
　　１０６　正孔注入層
　　１０７　樹脂隔壁層
　　１０７ａ　端部
　　１０８　有機発光層
　　１０９、１０９Ａ、１０９Ｂ、１０９Ｃ、１１７　無機膜
　　１１０　電子注入層
　　１１１　共通電極（陰極）
　　１１２、１１２Ｒ、１１２Ｇ、１１２Ｂ　画素電極上方の開口部
　　１１３　補助配線上方の開口部
　　２０１　補助配線
　　２０２　ＡＣＬ層
　　２０３　ＩＺＯ層
　　２０４　正孔注入層
　　２０５　樹脂隔壁層
　　２０６、２１１　電子注入層
　　２０７、２１２　共通電極
　　２０８　封止層
　　２０９　封止缶
　　２１０　無機隔壁層
　　２１３　無機膜
　　９０　有機ＥＬ表示パネル
　　９０１　基板
　　９０２　画素電極（陽極）
　　９０３　配線
　　９０４　正孔注入層
　　９０５　樹脂隔壁層
　　９０６　有機発光層
　　９０７　機能層
　　９０８　共通電極（陰極）
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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